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IR LEDs / PHOTODETECTORS / OPTICAL SENSORS

Ta=25℃

パッケージ
Package

品名
Part name

単位 (Units)

光電流
Photocurrent

電気的光学的特性／Electro-optical characteristics 絶対最大定格／Absolute maximum ratings

mA V mW/cm2 V mA ℃ ℃ pcs.

VCEOMax.Ee※2VCETyp.Min.

μA V

VCEO Topr Tstg
Typ. VCE RL IC

IC ICEO

μs V Ω mA

応答速度
Response time

tr／tf

nm

Typ.

ピーク感度波長
Peak sensitivity

wavelength
λp

暗電流
Dark current

コレクタ・エミッタ間電圧
Collector-emitter

voltage
IC

コレクタ電流
Collector
current

動作温度
Operating

temperature

保存温度
Storage

temperature

PHOTODETECTORS
Ta=25℃

5

5

5

5

100

100

2

2

130 / 120

110 / 120

VTPS1192HB

TPS1191RB-2
(reverse mount type)

900※1

900※1

850

900※1

850

10

10

1.8 / 2.6

1.8 / 2.6

10

10

0.1

0.1

0.45

0.7

1.3

1.0

-40～＋85

-40～＋85

-40～＋100

-40～＋100

4,000

3,000

12

30

20

20

5

5

5

5

5

5

100

100

100

2

2

2

40 / 40

40 / 40

130 / 120

10

10

10

1.8 / 2.6

1.8 / 2.6

1.8 / 2.6

10

10

10

0.1

0.1

0.1

4.8

4.8

0.9

11.0

8.0

2.0

-40～＋85

-40～＋85

-40～＋85

-40～＋100

-40～＋100

-40～＋100

2,000

2,000

4,000

12

12

12

20

20

20

-

指向特性
Spatial distribution

※製品画像は代表的なものです／The pictures illustrate representative products.   
※1 可視光カット（700nm以下）／Visible radiation cut filter under 700 nm
※2 光源色温度は2,856Kの標準タングステンランプを使用／A standard tungsten lamp with a color temperature of 2,856 K is used
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x-direction
y-direction
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60°

90°

0.5

x-direction
y-directionx

y

x

y

WEB

deg.

（θx/θy）
2θ1/2

指向半値角
Half-intensity

angle

L2.0 x W1.25 x H0.8

2.84mg
L3.2 x W1.6 x H1.1

6.6mg

TPS1105WA

TPS1195WB

VTPS1102HA

L3.2 x W1.6 x H1.85

7.81mg

L3.2 x W1.6 x H1.85

7.81mg

L2.0 x W1.25 x H0.8

2.84mg

標準梱包
数量

Standard
 qty.
/Reel

PHOTO TRANSISTORS
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IR LEDs / PHOTODETECTORS / OPTICAL SENSORS

パッケージ
Package

品名
Part name

単位 (Units)

電気的光学的特性／Electro-optical characteristics 絶対最大定格／Absolute maximum ratings

mA mA/℃ ℃ ℃ ℃ pcs.

Max.Typ.Min.

V

∆IFIF Topr Tstg

mA/℃ ℃

∆IFRM

μS V Ω mA

Typ. VCE RL IF

応答速度
Response

time
tr／tf

nm

Typ.

ピーク発光波長
Peak

wavelength
λp ICEO IC

順電圧
Forward
voltage

VF

順電流
Forward
current

mA

IFRM

パルス順電流
Pulse

forward current

パルス順電流低減率
Pulse forward current

reduction rate

順電流低減率
Forward current
reduction rate

動作温度
Operating

temperature

保存温度
Storage

temperature

nm

Typ.

ピーク感度波長
Peak sensitivity

wavelength
λp ILEAK

Max. VCE IFTyp.Min.

光電流
Photocurrent

mA

LED

IC

コレクタ電流
Collector
current

Ta=25℃

10 850 5 510115 200 425 5 5KU163C 0.9 1.51.1 940 0.1 -30～＋85 -40～＋100 2,5004 25 20 200.17 25 300201002 5 10 / 10

V

VCEO

コレクタ・
エミッタ間電圧

Collector-emitter
voltage

VCEOMax.

μA V μA

IFVCEMax.

漏れ電流
Leakage current

μAV VmA mA

暗電流
Dark current

Photo transistor LED Photo transistor 結合特性／Coupling characteristics

赤外LEDとフォトトランジスタを超小型パッケージにまとめた面実装タイプの反射センサです。カメラのレンズ系制御、フィルム検出、テープエンド
検出、DVDやBDのピックアップ制御・ディスク検出など、物体検出、制御一般にご使用になれます。

This surface mount reflective sensor integrates an IR LED and a phototransistor in an ultra-compact package. This device 
can be used for substance detection or controllers in general, including camera lens system controllers, film detectors, 
tape-end detectors, DVD and Blu-ray Disc pick-up controllers and disc detectors, etc.

距離 ‒ 相対光電流　特性
Distance vs. relative photocurrent

反射率 ‒ 相対光電流　特性
Reflection rate vs. relative photocurrent
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順電流 ‒ 相対光電流　特性
Forward current vs. relative photocurrent
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検知範囲 特性（X方向）
Detection range (X direction)
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検知範囲 特性（Y 方向）
Detection range (Y direction)
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位置／Position (mm)

WEB
Derating

start temp.
Derating

start temp.

L3.1 x W1.9 x H1.1

9mg
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条件／Condition：Ta=25℃, 
IF=5mA, VCE=5V, d=1mm, Al mirror
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条件／Condition：Ta=25℃, 
IF=5mA, VCE=5V, d=1mm, Al mirror

位置／Position (mm)
00-1 -0.5 0.5 100-1 -0.5 0.5 1
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順電流 / Forward current IF (mA)
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nt
 Ic

条件／Condition：Ta=25℃, VCE=5V, d=1mm, 
Al mirror
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OPTICAL SENSORS
Ta=25℃

※3

距離 ‒ 相対光電流　特性
Distance vs. relative photocurrent

順電流 ‒ 相対光電流　特性
Forward current vs. relative photocurrent

検知範囲 特性（X方向）
Detection range (X direction)

検知範囲 特性（Y 方向）
Detection range (Y direction)

 L3.6 x W1.9 x H1.1

15mg

※製品画像は代表的なものです／The pictures illustrate representative products.   
※１　検知距離　1mm／d=1mm　　　※2　反射物無し／No reflector　　　※3　IFRMの測定条件／Pulse width≦0.1ms，Duty≦1/100
※4　Ta=85℃以上で使用される場合は、暗電流(ICEO)の増加をご考慮の上ご使用ください。／Please pay careful attention to the rise of dark current (ICEO) when using at Ta=85℃ or more.

※製品画像は代表的なものです／The pictures illustrate representative products.   
※１　検知距離　1mm／d=1mm　　　※2　反射物無し／No reflector　　　※3　IFRMの測定条件／Pulse width≦0.1ms，Duty≦1/100
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 条件／Condition：Ta=25℃, IF=5mA, VCE=5V,
Al mirror and reflective paper
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反射率 ‒ 相対光電流　特性
Reflection rate vs. relative photocurrent
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条件／Condition：Ta=25℃, IF=5mA, VCE=5V,
Reflective paper

条件／Condition：Ta=25℃, 
IF=5mA, VCE=5V, d=1mm, Al mirror

条件／Condition：Ta=25℃, 
IF=5mA, VCE=5V, d=1mm, Al mirror

条件／Condition：Ta=25℃, VCE=5V, d=1mm, 
Al mirror

条件／Condition：Ta=25℃, IF=5mA, VCE=5V,
Reflective paper

400 20 60 10080

Aluminum mirror
90% reflective paper
18% reflective paper

標準梱包
数量

Standard 
qty.
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距離／Distance d (mm)

条件／Condition：Ta=25℃, IF=5mA, VCE=5V,
Al mirror and reflective paper

Aluminum mirror
90% reflective paper

60% reflective paper
25% reflective paper
18% reflective paper
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＋Y direction
- Y direction

※１ ※2

パッケージ
Package

品名
Part name

単位 (Units)

電気的光学的特性／Electro-optical characteristics 絶対最大定格／Absolute maximum ratings

mA mA/℃ ℃ ℃ ℃ pcs.

Max.Typ.Min.

V

∆IFIF Topr Tstg

mA/℃ ℃

∆IFRM

μS V Ω mA

Typ. VCE RL IF

応答速度
Response

time
tr／tf

nm

Typ.

ピーク発光波長
Peak

wavelength
λp ICEO IC

順電圧
Forward
voltage

VF

順電流
Forward
current

mA

IFRM

パルス順電流
Pulse

forward current

パルス順電流低減率
Pulse forward current

reduction rate

順電流低減率
Forward current
reduction rate

動作温度
Operating

temperature

保存温度
Storage

temperature

nm

Typ.

ピーク感度波長
Peak sensitivity

wavelength
λp ILEAK

Max. VCE IFTyp.Min.

光電流
Photocurrent

mA

LED

IC

コレクタ電流
Collector
current

10 920 5 510130 300 735 5 5KUA0121C 0.9 1.51.1 940 0.1 -40～＋100 -40～＋120 2,5003.6 25 20 100.20 25 300201002 5 10 / 10

V

VCEO

コレクタ・
エミッタ間電圧

Collector-emitter
voltage

VCEOMax.

μA V μA

IFVCEMax.

漏れ電流
Leakage current

μAV VmA mA

暗電流
Dark current

Photo transistor LED Photo transistor 結合特性／Coupling characteristics

WEB
Derating

start temp.
Derating

start temp.

※3

※4

標準梱包
数量

Standard 
qty.

/Reel

※１ ※2



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
 

mailto:org@eplast1.ru

